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論    文    の    要    旨 
  最先端 CMOS集積回路において適用されている金属酸化物高誘電率ゲート絶縁膜の長期信頼性の
特性評価とその機構についての研究である。 






















審    査    の    要    旨 
〔批評〕 
  本学位論文では、最先端集積回路の SiO2 に替わるゲート絶縁膜として広く研究された HfSiON 膜の
電気的特性および長期信頼性をシステマティクに測定・評価されている。 
























  上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（ 工学 ）の学位を受けるに十分な
資格を有するものと認める。 
 
